
 

D-AE5T315BY70P-J-C-2 

1.5 µm ゲインチップ (チップキャリア) AE5T315BY70P 

AE5T315BY70Pは、InGaAsP / InP で構成された1.5 μm帯の外部共振器型レーザ用ゲインチップです。 

光ファイバ通信や光計測用の狭線幅広帯域波長可変光源などの光学利得媒体としてご利用いただけます。  

特長 

・広帯域波長可変：可変幅 > 100 nm（CL-band） 

・高出力：レーザ発振出力 > 40 mW 

・低スペクトルリップル 

・垂直端面反射率：HR (95%) 

 

外形寸法 

 
 

絶対最大定格 

項目 記号 定格 単位 

LD 順電流 IF 500 mA 

LD 逆電圧 VR 2 V 

動作ケース温度*1 TC +15 to 45 ℃ 

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ 

はんだ付け温度 

300℃ 

200℃ 

120℃ 

– 

 

20  

2  

100  

s 

hour 

hour 

静電気放電 (ESD:人体モデル) ESD 500 V 

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。 
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D-AE5T315BY70P-J-C-2 

電気的光学的特性 (TLD = 25℃) 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

順電圧 VF IF = 200 mA, pulsed (tw = 50 µs) – 1.4 2.0 V 

ASE 光出力 PASE IF = 200 mA, pulsed (tw = 50 µs) 5 10 – mW 

中心波長 λC IF = 100 mA, pulsed (tw = 50 µs) 1540 – 1600 nm 

ASE リップル M IF = 100 mA, CW, λC = 1570 nm – – 3.5 dB 

曲り端面側出射角度 ΔθR IF = 200 mA, CW 19 20 21 deg. 

垂直端面側放射広がり角

（垂直方向）  
θt

NOR
 IF = 200 mA, CW, FAHM 15 20 25 deg. 

垂直端面側放射広がり角

（水平方向） 
θP

NOR IF = 200 mA, CW, FAHM 17 20 23 deg. 

曲り端面側放射広がり角

（垂直方向）  
θt

ANG IF = 200 mA, CW, FAHM 26 29 32 deg. 

曲り端面側放射広がり角

（水平方向） 
θp

ANG IF = 200 mA, CW, FAHM 15 18 21 deg. 

*長期信頼性の観点から気密封止でのご使用を推奨します。 

 

反射率およびチップサイズ 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

曲り側反射率 RANG CL-band – 5×10-5 10-4 – 

垂直側反射率 RNOR CL-band 90 95 – % 

チップ長 – 0.98 1.00 1.02 mm 

チップ幅 – 0.38 0.40 0.42 mm 

チップ厚 – 0.09 0.10 0.11 mm 

  



 

D-AE5T315BY70P-J-C-2 

 

https://www.facebook.com/Anritsu.SandD
https://www.youtube.com/channel/UC0yIVjbilM-unWWFhRhEteA
https://www.linkedin.com/showcase/anritsu-sensing-devices

